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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Целью  преподавания  дисциплины  является  изучение  естественнонаучных  проблем  в1.
области физических основ микро- и наноэлектроники; физики твердого тела; функционирования
компонентов  электронных  средств  и  формирование  способности  применять  физико-
математический  аппарат  для  решения  этих  проблем.

1.2. Задачи дисциплины

Получение  необходимых  знаний  по  физическим  и  теоретическим  основам1.
полупроводниковой электроники.

Получение  необходимых  знаний  по  методам  расчета  основных  параметров  и2.
характеристик полупроводников и полупроводниковых приборов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.02.03.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1. Знает методики сбора и обработки информации, актуальные
российские и зарубежные источники информации для решения
поставленных задач, а также методы системного анализа
УК-1.2. Умеет применять методики поиска, сбора и обработки
информации, осуществлять критический анализ и синтез информации,
полученной из разных источников
УК-1.3. Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации, методикой системного подхода для
решения поставленных задач; способен генерировать различные
варианты решения поставленных задач

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-4. Способен
выполнять работы по
технологической
подготовке
производства
контрольно-
измерительных
приборов и систем

ПК-4.1. Знает принципы учета видов и объемов производственных работ

ПК-4.2. Умеет осуществлять регламентное обслуживание оборудования

ПК-4.3. Владеет навыками настройки высокотехнологичного
оборудования

4. Названия разделов (тем) дисциплины
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Названия разделов (тем) дисциплины
3 семестр

1 Вводная часть
2 Элементы физики твердого тела
3 Основы физики полупроводников
4 Электропроводность твердых тел
5 Контактные явления
6 Полупроводниковые диоды и биполярные транзисторы
7 Поверхностные явления в полупроводниках. Полевые транзисторы
8 Фотоэлектрические явления в полупроводниках
9 Физические основы наноэлектроники


